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【はじめに】 

システムオングラス（SoG）やシステムオンパネル（SoP）への応用に向けた、スパッタ Si 膜

のブルーレーザアニール（BLDA）法による低温ポリシリコン結晶化プロセスが期待され、研究

が進められている。[1] スパッタリング法によって成膜された Si 膜中にはスパッタリングガスが

含まれており、スパッタリングガスの含有量や Siの密度は成膜条件によって変化し、その後の結

晶化に影響する。[2] 結晶化機構の理解のため、BLDA 前後におけるスパッタ Si 膜のスパッタリ

ングガス含有量を測定し、結晶性や表面平坦性への影響の解析を行った。 

【実験および結果】 

ガラス基板上に RFスパッタ法を用いて SiO2バッファ層(50 nm)を成膜後、スパッタリングガス

やガス圧力、RFパワーを変化させてリンドープ Si膜(500 nm)を成膜した。その後、走査速度 500 

mm/sec 一定で BLDA を施した。表 1 に EDX によるスパッタ Si 膜の元素分析の測定結果を示す。

結果より、成膜時に用いたスパッタリングガス(Ar, Ne)で含有量が異なっており、Ne の方が膜中

に多く取り込まれていることが確認できた。また、BLDA によって膜中に取り込まれたスパッタ

リングガスが減少していることが確認されており、スパッタリングガスの放出と結晶性・表面平

坦性との関連、評価は発表にて行う。 

 

Table.1 Elemental analysis of sputtered Si films using EDX (at.%) 

  
スパッタリングガス：Ar 

ガス圧力：1.4 [mTorr]、RFパワー：450 [W] 

スパッタリングガス：Ne 

ガス圧力：1.4 [mTorr]、RFパワー：450 [W] 

Si 94.35 87.78 

Sputtering 

gas 
2.67 9.39  
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